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CdS semiconductor quantum dot single electron transistor based on bottom-up process 
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 半導体量子ドットは、量子井戸構造に由来する離散的なエネルギー準位と、半導体のバン

ドギャップを組み合わせた性質を持ち、エネルギー準位の分布は粒径に依存する。単一の量

子ドットの電気特性を評価するためには、量子ドットのサイズと等しいギャップ長を有する

電極を作製し、電極間へ量子ドットを固定する必要がある。今回我々は、ナノギャップ間に

CdS 半導体量子ドットを化学吸着することでデバイスを作製し、単電子トランジスタ特性を

確認したので報告する。 

 電子線リソグラフィによって作製した Pt ナノギャップ電極にヘテロエピタキシャル球状

(HS-)無電解金めっきを行った Au/Pt ナノギャップ電極[1,2]に、アルカンチオール/アルカンジ

チオールの自己組織化膜を作製し、CdS ナノ粒子に浸漬することで作製した。9 K における

Id-Vd測定では、低ドレイン電圧領域において、電流が流れない領域が確認された(Fig. 1)。ま

た、Id-Vg測定では、ドレイン電流がゲート電圧により変調することを確認した(Fig. 2)。これ

らの結果は、CdS 量子ドット単電子トランジスタとして動作していることを示唆している。 
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          Fig.1 Id-Vd characteristics               Fig.2 Id-Vd characteristics 
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